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® £u- P I!? 1 * a,,seit J i 9 em Scnutz sensitiver Schaltungsteile vor Zugriff durch Nichtberechtigte durch 

Abschirmanordnungen (Shields) unter Verwendung eines Hilfschips 
© Es 1st eine vertikal integrierte elektronische Schaltungs- 

anordnung mit zumindest einem ersten Substrat (1) vor- 

gesehen, auf dem eine elektronische Schaltung integriert 

angeordnet ist. Auf dessen einen Oberffache ist zumin- 
dest eine erste elektrische Abschirmanordnung (3) aufge- 

tragen. Es ist ein zweites Substrat (2) vorgesehen, auf 

dem das erste Substrat (1) angeordnet ist, wobei zwi- 

schen dem ersten und dem zweiten Substrat eine zweite 

elektrische Abschirmanrodnung (4J angeordnet ist. 




o 

CM 



CO 

o 
o 



LU 

a 



BUNDESDRUCKEREI 05.01 102 130/85/7A 



11 



DE 100 02 

1 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine vertikal integrierte elektroni- 
sche Schaitungsanordnung gemaS dem Patentanspruch 1. 

In der Mikroelektronik wird es zunehmend notwendig, 5 
die in integrierten Schaltungen gespeicherten oder auch dort 
verarbeiteten Daten vor dem Zugriff durch Nichtberechtigte 
zu schiitzen. Urn zu verhindern, dafl dies geschieht ist be- 
reits bekannt, die Oberflache mit einer Ab sen irmung zu ver- 
sehen. Iliermit wird, ahnlich wie bei einem Faraday-Kafig, 10 
das Ausscndcn von clcktro magnetise hen Strahlung, die auf 
die in der integrierten Schaltung gespeicherten bzw. verar- 
beiteten Daten innerhalb der RuckschLuB geben, zu verhin- 
dern. 

Einschlagigen Kreisen gelingt es jedoch zunehmend die 15 
iiber die Riickseite von Halbleiterchips abgestrahlte elektro- 
magnetische Strahlung zu erfassen und auszuwerten. Um 
dies zu verhindern, ist es notwendig, auch die Riickseite zu 
schiitzen, d. h. einen Faraday-Kang moglichst umfassend 
aufzubauen. Hierzu ware es notwendig, die Riickseite eines 20 
integrierten Sc haltkreises bzw. sogenannte Chips ebenfalls 
mit einer abschirmenden elektrisch leitenden Struktur zu 
versehen. Damit sich ein sogenannter Faraday-Kafig bildet, 
miiBten die abschirmenden Strukturen beider Seiten tnitein- 
andcr elektrisch verbunden werden. 25 

Hierbei ergibt sich die Schwierigkeit, dafi das Vorsehen 
von vertikal hindurchgehenden Kontaktierungen nur bei 
sehr dunnen Substratmaterial des Chips leicht zu realisieren 
ist. Demgegeniiber ist es schwierig einen derart dunnen 
Chip doppelseitig mit derzeit ublicher Technologie zu bear- 30 
beiten. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine in- 
tegrierte elektronische Schaitungsanordnung vorzusehen, 
die mit einfachen Mitteln moglichst voilstandig abschirmbar 

ist. 35 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafi durch eine Anord- 
nung gelost, wie sie gernaB Patentanspruch 1 angegeben ist. 

Durch diese Anordnung istes rnoglich, daB das erste Sub- 
strat ausreichend diinn gcstaltct werden kann, um cine 
Durchkontaktierung zu ermoglichen. Die zweite elektrische 40 
Abschirrnanordnung kann dann auf dem zweiten Substrat 
angeordnet werden, und wird mittels einer Durchkontaktie- 
rung mit der ersten elektrischen Abschirrnanordnung ver- 
bunden. Auf diese Weise laBt sich mit einfachen Mitteln 
eine ausreichende Abschrimung gewahrleisten. 45 

Da erstes und zweites Substrat unterschiedliche Qualitat 
und GroBe aufweisen konnen, ist es rnoglich, fur Anschlusse 
nach auBen vorzusehene sogenannte AnschluBpads auf dem 
zweiten Substrat anzuordnen. Dies befindet sich in diesem 
Fall auf den groBeren als zweites Substrat und ist aus einem 50 
preisgiinstigeren Material herstellbar, wenn auf diesen nur 
noch die zweite elektrische Abschirrnanordnung aufgetra- 
gen ist. Glcichcs trifft zu, wenn auf dem zweiten Substrat 
noch Leitungsanordnungen aufgetragen sind. 

Aus der DE 42 42 097 Al ist es bekannt, eine groBfla- 55 
chige metallische Masseebene iiber eine Durchkontaktie- 
rung anzuschlieBen. 

Diese Anordnung ist nicht nur fiir die Verwendung der. 
derzeit meist gebrauch lichen Halbleitert.echnik anwendhar, 
sondem ebenfalls bei der derzeit sich im Entwicklungssta- 60 
dium befindlichen Polymertechnik. Hierbei handelt es sich 
um organische Strukturen, die aus der dunnen Folie beste- 
hen, und geeignet sind, vergleichbare Elemenle, wie Trans i- 
storen, Dioden, Widerstande, Kondensatoren etc. zu bilden. 

Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezugnahme auf 65 
die Figur an einem Ausfuhrungsbeispiel erlautert. 

Beim ersten Substrat 1 ist eine elektrisch leitende abschir- 
mende Anordnung 3 aufgetragen. An der Oberflache des 
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Substrats 1 zur abschirmenden Anordnung 3 ist eine inte- 
grierte Schaltung, die nicht dargestellt ist, ausgebiidet. 

Auf einem zweiten Substrat 2 ist eine zweite elektrische 
Abschirrnanordnung 4 ausgebiidet, auf der die Riickseite 
des ersten Substrates 1 angeordnet ist. Die erste und die 
zweite elektrische Abschirrnanordnung sind iiber eine 
Durchkontaktierung 6 miteinander elektrisch leitend ver- 
bunden. 

Das zweite Substrat 2 ist zumindest in einer Richtung gro- 
fier als das erste Substrat 1. Auf der iiberstehenden Flache 
des zweiten Substrates 2 ist cin AnschluBkontakt 5, ein so- 
genannter Pad vorgesehen. Dieser ist iiber eine nicht darge- 
stellte Leitungs anordnung iiber weitere nicht dargestellte 
vertikale Durchkontaktierung mit der integrierten Schaltung 
im ersten Substrat 1 verbunden. 

Patentanspriiche 

1. Vertikal integrierte elektronische Schaitungsanord- 
nung mit zumindest einem ersten Substrat (1), auf dem 
eine elektronische Schaltung integriert angeordnet ist 
und auf dessen einen Oberflache zumindest eine erste 
elektrische Abschirrnanordnung (3) aufgetragen ist und 
einem zweiten Substrat (2), auf dem das erste Substrat 
(1) angeordnet ist, wobci zwischen dem ersten und dem 
zweiten Substrat eine zweite elektrische Abschirrnan- 
ordnung (4) angeordnet ist. 

2. Vertikal integrierte elektronische Schaitungsanord- 
nung nach Anspruch 1, wobei das zweite Substrat (2) 
eine groBere Flache als das erste Substrat (1) aufweist. 

3. Vertikal integrierte elektronische Schaitungsanord- 
nung nach Anspruch 2, wobei auf dem Teil des zweiten 
Substrates (2), das nicht vom ersten Substrat (1) be- 
deckt ist, Anschlufikontakte (5) fur die vertikal inte- 
grierte Schaitungsanordnung angeordnet sind. 

4. Vertikal integrierte elektronische Schaitungsanord- 
nung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
bei die erste und die zweite elektrische Abschirrnan- 
ordnung miteinander elektrisch verbunden sind. 
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